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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月8日(2014.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物含有層（２１０）と、
　前記酸化物含有層上に堆積させた銅合金層（２２０）と、
　銅含有酸化物層（２３０）と、
　銅含有層（２４０）と
を備えるアニール層スタック（２００）
を備えるスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記銅含有酸化物層（２３０）が前記銅合金層上に形成され、前記銅含有層（２４０）
が前記銅含有酸化物層上に形成される、請求項１に記載のスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記スタガー薄膜トランジスタが反転スタガー薄膜トランジスタである、請求項１また
は２に記載のスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項４】
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　前記酸化物含有層が導電酸化物層である、請求項１または３に記載のスタガー薄膜トラ
ンジスタ。
【請求項５】
　前記導電酸化物層が透明酸化物層、特にＺｎＯ含有層またはＩＧＺＯ含有層である、請
求項４に記載のスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記銅合金層、前記銅含有酸化物層、および前記銅含有層が、前記薄膜トランジスタの
能動チャネル領域を形成する前記酸化物含有層に接触する前記薄膜トランジスタの電極を
形成する、請求項１から５のいずれか一項に記載のスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　前記銅合金層、前記銅含有酸化物層、および前記銅含有層が、前記薄膜トランジスタの
基板の少なくとも一部を形成する前記酸化物含有層に接触する前記薄膜トランジスタのゲ
ート電極を形成する、請求項１から３のいずれか一項に記載のスタガー薄膜トランジスタ
。
【請求項８】
　前記酸化物含有層および前記銅含有酸化物層から選択される少なくとも１つの層が、前
記銅合金層に隣接する酸素空乏ゾーン（２１５）を有する、請求項１から７のいずれか一
項に記載のスタガー薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　前記銅合金層が、少なくとも部分酸化したＣｕ、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｃａの合金
材料、Ｃｕ、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｃａの酸化物、およびこれらの組合せからなる群
から選択される少なくとも１つの材料を含む、請求項１から８のいずれか一項に記載のス
タガー薄膜トランジスタ。
【請求項１０】
　スタガー薄膜トランジスタの形成方法であって、
　前記薄膜トランジスタの酸化物含有層（２１０）を設けることと、
　前記酸化物含有層上に銅合金層（２２０）を堆積させることと、
　前記銅合金層上に銅含有酸化物層（２３０）を堆積させることと、
　前記銅含有酸化物層上に銅含有層（２４０）を堆積させることと、
　前記酸化物含有層、前記銅合金層、前記銅含有酸化物層、および前記銅含有層をアニー
ルすることと
を含む方法。
【請求項１１】
　前記アニールすることが、前記銅合金層の少なくとも１つの合金材料を、前記酸化物含
有層および前記銅含有酸化物層から選択される少なくとも１つの層からの酸素で酸化させ
ることを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記銅合金層を堆積させることが、銅合金のスパッタリング、任意選択で前記銅合金の
マグネトロンスパッタリングを含み、前記銅合金の前記合金材料が、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｃｒ、
Ｍｏ、Ｃａ、およびこれらの混合物から任意で選択される、請求項１０または１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記銅含有酸化物層を堆積させることが、酸素含有ガス環境内、任意選択でＡｒおよび
Ｏ２を含むガス環境内での、銅のスパッタリング、任意選択で銅のマグネトロンスパッタ
リングを含み、および／または、前記銅含有層を堆積させることが、不活性ガス環境内、
任意選択でＡｒを含む不活性ガス環境内での、銅のスパッタリング、任意選択で銅のマグ
ネトロンスパッタリングを含む、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記酸化物含有層が導電酸化物層であり、前記銅合金層、前記銅含有酸化物層、および
前記銅含有層が、前記薄膜トランジスタの前記能動チャネル領域を形成する前記導電酸化
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物層に接触する前記薄膜トランジスタの電極を形成する、請求項１０から１３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記スタガー薄膜トランジスタの基板上にゲート電極メタライゼーションを堆積させる
ことと、
　前記基板からの酸素によって前記ゲート電極メタライゼーションを少なくとも部分的に
酸化させるように前記ゲート電極メタライゼーションをアニールすることと
をさらに含む、請求項１０から１４のいずれか一項に記載の方法。
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